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Г л а в а  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Вводное примечание
Настоящий стандарт следует применять, вместе с МЭК 747—1*, 

в котором приведены: 
терминология; 
буквенные обозначения;
основные предельно допустимые значения параметров н харак­

теристики;
методы измерения; 
приемка и надежность.
2. Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к следующим 

классам или подклассам приборов:
полупроводниковые излучатели, включая:
оптоэлектронные полупроводниковые приборы отображения ин­

формации (на рассмотрении),
светоизлучающие диоды (СИД), 
инфракрасные излучающие диоды (ИК-диоды). 
полупроводниковые лазеры (на рассмотрении); 
полупроводниковые фоточувствнтсльные приборы, включая:

• До прямого применения стандарта .МЭК о качестве государственного 
стандарта рассылку данного стандарта МЭК на русском языке осуществляет 
ВНИИ «Элоктронстандзрг».

Издание официальное

Настоящий стандарт ие может быть полностью или частично воспроизведен.
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР.

2 Зак. 533

@  Издательство стандартов, 1992
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фотодиоды,
фототранэисторы
фототиристоры (на рассмотрении); 
фотопары, оптопары.
Порядок следования различных глав соответствует МЭК 

747— 1.

Г л а в а  II. ТЕРМИНОЛОГИЯ И БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

П р и м е ч а н и е .  Ряд дополнительных терминов, касающихся оптоэлехгрои- 
мых приборов, нбпрнмер, для радиометрических, фотсметрячосхнх и еяектрофо- 
тометрнческих величин. приведен в гл. 45 Международного элечетротехнячеежого 
сло®*ря (МЭС).

1. Типы полупроводниковых оптоэлектронных приборов

1.1. Оптоэлектронный полупроводниковый прибор
Полупроводниковый прибор, который испускает, модулирует

или реагирует на когерентное или некогерентиое электромагнит­
ное излучение в видимой, инфракрасной и/или ультрафиолетовой 
областях спектра, или использует электромагнитное излучение для 
внутреннего взаимодействия его элементов.

1.2. Полупроводниковый излучатель
Оптоэлектронный полупроводниковый прибор, который преоб­

разует электрическую энергию в энергию излучения.
1.3. Оптоэлектронный полупроводниковый прибор отображения 

информации
Полупроводниковый излучатель, предназначенный для отобра­

жения визуальной информации.
1.4. Светоизлучающий диод (СИД)
Диод, который испускает энергию излучения з видимой об­

ласти спектра за счет рекомбинации электронов и дырок.
1.5. Инфракрасный излучающий д и о д  (И К -Д И О д )
Диод, который испускает энергию излучения в инфракрасной 

области спектра за счет рекомбинации электронов и дырок.
1.6. Полупроводниковый лазер
Полупроводниковый оптоэлсктронный прибор, который испус­

кает энергию когерентного излучения с помощью индуцированной 
эмиссии за счет рекомбинации электронов и дырок.

1.7. Полупроводниковый фоточувствнтельный прибор
Полупроводниковый прибор, чувствительный к электромагнит­

ному излучению в видимой, инфракрасной н/нли ультрафиолето­
вой областях спектра.

1.8. Фотоэлектрический приемник излучения
Физический приемник, действие которого основано на внеш­

нем или внутреннем фотоэффекте.
1.9. Фоторезистор
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Фотоэлектрический полупроводниковый приемцнк. в котором 
поглощение излучения повышает проводимость за счет внутренне­
го фотоэффекта.

1.10. Фотогальванический приемник
Фотоэлектрический приемник, в котором поглощение излуче­

ния вблизи р — п перехода между двумя полупроводниками или 
вблизи контакта между полупроводником и металлом вызывает 
электродвижущую силу.

1.11. Фотодиод
Полупроводниковый диод с р —п переходом между полупровод­

никами двух различных типов или между полупроводником и ме­
таллом. в котором поглощение излучения вблизи перехода вызы­
вает:

внутренний фотоэффект, при смещении диода в обратном на­
правлении;

фотогальванический эффект, при смещении диода в прямом на­
правлении.

1.12. Фототранзистор
Транзистор, в котором используется фотоэффект.
1.13. Фототиристор
Тирнетор, приводимый в действие энергией излучения.
1.14. Фотопара, оптопара
Оптоэлектронный полупроводниковый прибор с электрической 

изоляцией между входом и выходом, предназначенный для пере­
дачи электрических сигналов с помощью энергии излучения.

2. Термины, относящиеся к предельно допустимым значениям 
параметров и характеристикам

2.1. Длина волны максимального излучения (Х„)
Длина волны, при которой сила спектрального излучения име­

ет максимальное значение.
2.2. Длина волны излучения при максимальной чувствительно­

сти
Длина волны излучения, при которой спектральная чувстви­

тельность имеет максимальное значение.
2.3. Ширина спектра излучения (ДХ)
Интервал длин волн, в котором спектральная плотность силы 

излучения больше или равна половине ее максимального значе­
ния.

2.4. Диаграмма направленности излучения
Диаграмма, характеризующая (реалвпое или предполагаемое) 

пространственное распределение излучения от оптоэлектронного 
прибора.

2.5. Диаграмма чувствительности
Диаграмма, представленная в полярных или прямоугольных ко-

2'
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ординатах и графически выражающая зависимость чувствитель­
ности от угла относительно опоеделенной геометрической оси.

2.6. Угол излучения
Угол, в пространстве которого сила излучения больше или рав­

на половине ее максимального значения.
2.7. Фототок
Составляющая электрического тока, возникающая в фотоэлек­

трическом приемнике вследствие фотоэффекта.
2.8. Тем новой ток
Составляющая электрического тока, возникающая в фотоэлек­

трическом приемнике, когда он не подвергается действию излуче­
ния, способного вызвать фотоэффект.

2.9. Оптическая ось
Линия, относительно которой центрирована основная диаграм­

ма направленности излучении или чувствительности.
П р и м е ч а н и я :
1. Диаграмма направленности излучения или чувствительности может быть 

несимметричной.
2. Оптическая ось может отклоняться от геометрической оси.

2.10. Фотодиоды
2.10.1. О б р а т н ы й  т о к  п о д  д е й с т в и е м  о б л у ч е ­

ния  (/*оо или /*<«>)
Общий обратный ток, протекающий через фотодиод при воз­

действии на него энергии излучения.
П р и м е ч а в  не. Данный термин и определение пересматриваются.

2.11. Фоютранзисторы
2.11.1. То к к о л л е к т о р а  и о д  д е й с т в и е м  о б л у ч е ­

н и я  ( l e w  или /с(о)
Общий ток коллектора, проходящий через фототранзнстор при 

воздействии на него энергии излучения.
П р и м е ч а н и е  Данный термин и определение пересматриваются

2.12. Фотопары, оптопары
2.12.1. Е м к о с т ь  м е ж д у  в х о д о м  и в ы х о д о м  (С»)
Внутренняя емкость между всеми, соединенными вместе выво­

дами входа и всеми соединенными вместе выводами выхода.
2.12.2. С о п р о т и в л е н и е  и з о л я ц и и  (г,0)
Сопротивление между всеми соединенными вместе выводами

входа и всеми соединенными вместе выводами выхода.
2.12.3. Н а п р я ж е н и е  и з о л я ц и и
Напряжение между любым выводом входа и любым выводом 

выхода.
a) Постоянное (прямое) напряжение изоляции (Ую)
Значение постоянного напряжения изоляции.
b) Повторяющееся импульсное напряжение изоляции (Уюям)
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Наибольшее мгновенное значение напряжения изоляции, вклю- 
чая все повторяющиеся и исключая все неповторяющиеся пере­
ходные напряжения.

П р и м е ч а н и е .  Повторяющееся переходное напряжение обычно обуслов­
лено самой схемой.

Неповторяющееся переходное напряжение обычно вызывается 
внешними причинами и предполагается, что его воздействие со­
вершенно прекращается к моменту появления следующего непов­
торяющегося переходного напряжения.

с) Напряжение изоляции при перегрузке (V'iosm)
Наибольшее мгновенное значение кратковременного импульса 

напряжения изоляции заданной формы.
2.12.4. К о э ф ф и ц и е н т  п е р е д а ч и  по т о к у
Отношение постоянного или переменного тока на выходе к

постоянному или переменному току на входе при постоянном на­
пряжении на выходе.

П р и м е ч а н и е .  Применяемое сокращение — CTR.

a) Статическое значение коэффициента (прямой) передачи 
тока {hf{tu), hr)

Отношение постоянного тока на выходе к постоянному току 
на входе при постоянном напряжении на выходе.

П р и м е ч а н и е .  Применяемое сокращение CTR (<1с).

b) Коэффициент (прямой) передачи тока при короткозамкну­
том выходе в режиме малого сигнала (Л/«о), hf)

Отношение переменного тока на выходе к синусоидальному то­
ку на входе при короткозамкнутом выходе по переменному току 
в режиме малого сигнала.

П р и м е ч а н и е .  Применяемое сокращение CTR (ас).

2.12.5. Г р а н и ч н а я  ч а с т о т а  ( fa ,)
Частота, на которой модуль коэффициента передачи тока в 

режиме малого сигнала уменьшается в 1 f V  2 раза по сравнению 
с его значением на низкой частоте.

3. Буквенные обозначения

3.1. Общие сведения
Применяются общие правила, изложенные в МЭК 747— 1, 

гл. V.
3.2. Перечень буквенных обозначений
Обозначения, содержащиеся в табл. J, рекомендуются для ис­

пользования в области оптоэлсктронных приборов. Данные обоз­
начения составлены в соответствии с общими правилами.
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Т а б л и ц а  1

Наимсимакие Буквенное
обогнавшие П’ркысчапхс

Длина волны максимального излучения Лр
Ширина спектра излучения АХ —
Обратный ток под действием облучения /«(и>, Ли») —

(фотодиоды)
/счи>. Лм«)Ток коллектора под действием облучения —

(фототранзисторы)
С,оЕмкость между входом н выходом (фото­

пары)
Сопротивление изоляции (фотопары)

'--

Оо —

Постоянное напряжение изолинии (фотопа­
ры)

Повторяющееся импульсное напряжение

V io

ViOfr.M —
изоляции (фотопары)

УКИЛНапряжение изоляции при перегрузке (фо­
топары)

Статическое значение коэффициента пере- by —
дачи тока (фотонары)

Л/<с/»>, h;Коэффициент передачи токи при коротко- —
замкнутом выходе н режиме малого сигнала 
(фотопары)

/с.ГГраничная частота (фотопары)

Г л а в а  III. ОСНОВНЫЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Р а з д е л  I. СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ ДИОДЫ

1. Тип
Светоизлучающий диод, параметры которого устанавливаются 

при температуре окружающей среды или температуре корпуса.

2. Полупроводниковый материал

Фосфид арсенида галлия и др.

3. Цвет

4. Сведения о габаритном чертеже и корпусе

4.1. Обозначение МЭК и/или национальное обозначение габа­
ритного чертежа.

4.2. Материал корпуса: стекло, металл, пластмасса и другие.
4.3. Обозначение выводов и любого соединения между выво­

дом и корпусом.
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5. Предельно допустимые значения параметров (система аб­
солютных значений) в диапазоне рабочих температур, если не ого­
ворено иное

5.1. Минимальная и максимальная температуры хранения 
(tstg).

5.2. Минимальная и максимальная рабочие температуры окру­
жающей СреДЫ ИЛИ Корпуса (Гоя4, ИЛИ Тсаи).

5.3. Максимальное обратное напряжение ( V K).
П р и м е ч а н и е .  Неприменимо для приборов на сдвоенных диодах, сое­

диненных по типу анод-катод и хатод-анод.
5.4. Максимальный постоянный прямой ток (/г) при темпера­

туре окружающей среды нлн температуре корпуса 25°С и пони­
жающая кривая или понижающий фактор.

5.5. При необходимости максимальный импульсный прямой ток 
(1гм) при температуре окружающей среды или температуре кор­
пуса 25 ”0  при заданных параметрах импульса.

6 Электрические характеристики
Для многоэлементных приборов следует указывать характе­

ристики каждого диода.
Для специального применения могут потребоваться дополни­

тельные характеристики, приведенные в табл. 2.
Т г 6.5 ни .1 2

Номерпункт Характеристика
Услсаия ТдпЛ 
» •  Й ’С, если 
Н-- Огооорсно н*ог

3W
X
1
е

Еумнпи 
ободаьче

ran
ТревОйааня

6.1 Прямое напря­
женке

1у — заданное 
значение (посто­
янного или им­
пульсного тока)

- V, - Макс

6.2. Обратный ток Va -г  ладанное 
значение

1 /я — Макс

6.3 Сила света 
вдоль геометри­
ческой оси

1ж — заданное 
значение (посто­
янного нлн им­
пульсного тока)

2.3 /V Мин

6.4 Длина волны 
излучения

1г — заданное 
значение (посто­
янного или им­
пульсного тока)

к Мни Макс

6.5. Ширина спект­
ра излучения (при 
необходимое™)

Значение, равное 
половине длины 
волны излучения 
при 1р, огово­
ренной в п. 6.4

Макс
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Продолжение табл. 2

Номер
п у н к т а Х а р а к т е р и с т и к и

Услмия при r „ , t, 
и- 'K  ГММ-2Гс. если 
не огоооршо иное

«а
*4-*Оаис.

|>ун*-ц:1Ы*
о б о ч и а ч с -1-ИИ ТрКУОвМКИ

6.6. Времена пере­
ключения (при 
необходимое™)

- - - — Макс

6.7. Угол излучения 
(при необходи­
мости)

.Макс

П р и м е ч а н и я :
1. Неприменимо для приборов на сдвоенных диодах, соединенных по типу 

анод—катод н катод—анод.
2. Если телесный угод, внутри которого измеряется сила излучения, не на­

столько мал, чтобы им можно было пренебречь, его значение следует огово­
рить.

3. Для диодов, предназначенных для использования в миогозлемеигных 
приборах, необходимо оговорить также максимальную силу света.

7 Дополнительные сведения

7.1. Диаграмма направленности излучения
Графическое представление зависимости силы света от угла 

наблюдения в полярных или прямоугольных координатах.
7.2. Спектральная диаграмма (при необходимости)
Графическое представление зависимости силы света от длины

волны .
7.3. Конструктивные данные.
Способ крепления и условия пайки, при необходимости.

8. Данные по испытаниям на воздействие внешних факторов 
м/или на срок службы

На рассмотрении.

Р а з д е л  2. ИНФРАКРАСНЫЕ ИЗЛУЧАЮЩИЕ ДИОДЫ

1. Тип

Инфракрасный излучающий диод, параметры которого уста­
навливаются при температуре окружающей среды при температу­
ре корпуса.

2. Полупроводниковый материал

Арсенид галлия и др.
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3. Сведения о габаритном чертеже и корпусе
3.1. Обозначение МЭК и/нлм национальное обозначение габа­

ритного чертежа.
3.2. Материал корпуса: стекло, металл, пластмасса, другие.
3.3. Обозначение выводов и любого соединения между выводом 

н корпусом.

4. Предельно допустимые значения параметров (система абсо­
лютных максимальных значений) в диапазоне рабочих температур, 
если не оговорено иное

4.1. Минимальная.н максимальная температуры хранения (Г„5).
4.2. Минимальная и максимальная рабочие температуры окру­

жающей среды или корпуса (ТатЬ или Т
4.3. Максимальное обратное напряжение ( VR).
4.4. Максимальный постоянный прямой ток ( h )  при темпера­

туре окружающей среды или температуре корпуса 25°С и понижа­
ющая кривая или понижающий фактор.

4.5. При необходимости максимальный импульсный прямой ток 
ПР»температуре окружающей среды или температуре корпуса 
25 С при заданных параметрах импульса ( I fm).

5. Электрические характеристики
Для специального применения могут потребоваться дополни­

тельные характеристики, приведенные в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Покер
пункт* Х*р*ктерпстакя

Условия при Г4Я1Л 
Ш  Гмм—й ’С. если 

не оговор*ко иное

«г
В«
*X
а
С

Буквенные
о б о ы и че -

пня
ТрсСаддняя

5.1 Прямое нал- 
ряжение

/ г  —  з а д а н н о е  
з н а ч е н и е  (посто- 
явного ИЛИ ИМ­
ПУЛЬСНОГО тока)

- V , - Макс

5.2. Обратный ток У  к — заданное 
значение

— !н .Макс
5.3. Мощность из­

лучения или сила 
излучения вдоль 
геометрической
ОСИ

h  — заданное 
значение (посто- 
явного или им­
пульсного тока)

Ф , 
1 л

Мин
Мин

54. Длина волны 
излучения

/г  —»заданное 
значение (посто­
янного или им­
пульсною тока)

и Мин .Макс
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Продолжение табл. 3

Номер
пункта Харекгермстпкм

Условия яря ТшкЛ 
ur* rw»«“ *s *C- • « “ 

м« оговорено иное

«*
5
г
iс

Буквой кие 
оботяяк- 

ЯИЯ Требования

5.5. Ширина спектра 
излучения (при 
необходимости)

Значение, равное 
половине длины 
волны излучения 
при 1г. оговорен­
ном в п. 5.4

— — - Макс

5.6. Время переклю­
чении (при не­
обходимости)

— — Макс

5.7. Угол излучения 
(при необходи­
мости) "

— — Макс

5.8. Емкость (при 
необходимости)

■

Макс

П р и м е ч а н и е .  Если телесный угол, внутри которого измеряется сила из­
лучения, не настолько мал, чтобы км можно было пренебречь, его значение сле­
дует оговорить.

6. Дополнительные сведения
6.1. Диаграмма направленности излучения
Графическое представление зависимости мощности излучения 

нлн силы излучения от угла, образованного с одной из геометри­
ческих осей, в полярных или прямоугольных координатах.

6.2. Спектральная диаграмма (при необходимости)
Графическое представлеиие зависимости потока излучения

или силы излучения от длины волны.
6.3. Конструктивные данные
Способ крепления и условия пайки, при необходимости.
7. Данные по испытаниям на воздействие внешних факторов 

к/или на срок службы
На рассмотрении.

Р а # д с л 3. ФОТОДИОДЫ

1. Тип
Фотодиод, параметры которого устанавливаются при темпера­

туре окружающей среды или температуре корпуса, предназначен­
ный для работы в режиме малого сигнала или переключения.

2. Полупроводниковый материал 
Кремний и др.
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3. Сведения о габаритном чертеже и корпусе
3.1. Обозначение МЭК и/или национальное обозначение габа­

ритного чертежа.
3.2. Материал корпуса: стекло, металл, пластмасса, другие.
3.3. Обозначение выводов и любого соединения, между выво­

дом и корпусом.
4. Предельно допустимые значения параметров (система абсо­

лютных максимальных значений) в диапазоне рабочих температур, 
если не оговорено иное

4.1. Минимальная и максимальная температуры хранения 
( Т ,1в)

4.2. Минимальная и максимальная рабочие температуры окру­
жающей СреДЫ ИЛИ Корпуса (ТапЬ ИЛИ Teate).

4.3. Максимальное обратное напряжение ( Vк).
4.4. При необходимости:
максимальная общая рассеиваемая мощность (Р ,с)  при темпе­

ратуре окружающей среды или температуре корпуса до 25°С и 
понижающий фактор при температуре свыше 25°С (К,)  или пони­
жающая кривая.

5. Электрические характеристики
Т а б л и ц а  4

Номер 
nj mere Характеристики

Условия при r4mtl 
или 7-м .,-35 *С. «сам 

©тоаореко иное

Vхсг#»к»ЖXа
С

Буххииыс
оОО»иач«-

вня
Требоаяив»

5.1. Обратный ток 
под действием 
облучения

Vh — заданное 
значение 
Ет нли'£в — за­
данное значение

1 /л<И)

1а,.,

Мин -

5.2. Тем новой ток У к — заданное 
зпаченке, £,-* 0

— hi Макс

5.3. Темповой тох VR — заданное 
значение. 
при заданной вы­
сокой температуре
TflR» ИЛИ Tftit

и Макс

5.4. При необходи­
мости, спехтраль-

V* -■ заданное, 
значение,

—* S Мни —
вая чувствитель­
ность

£» —.заданное 
значение при за­
данной малой 
длине волны X, 
к при заданной 
большой длине 
волны X»

S Мнн
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Продолжение табл. 4

Комер
пункта Характеристики

Условия при 
или r f„,#-2S*C. «ели 

ис ©ЮяОремо иное

*3яtr
о

9аС

Нухнемиые
обозначе­

ния
ГрсСовавяя

5.5. Время пере­
ключения (при 
необходимости): 

время нарзста-

Оговоренная схе­
ма

Заданное зна- 1г Макс
ния я время спа­
да

чение Vв. Ev или 
Е, — заданное h Макс

иля время вхлк».
значение
Оговоренная схе- _

l im n Макс
чення и время вы­
ключения

ма, заданное зна­
чение Уд, F.v или 
Е, — заданное 
значение

— 1»1/ - Мок<!

П р и  м е ч * н и е - Осишемне стандартным источником типа А согласно 
МЭК 306—1* осуществляется лампой с вольфрамовой нитью накала при цвето­
вой температуре Г—2855,6 К или иным оговоренным источником монохромати­
ческого излучения.

6. Дополнительные сведения

6.1. Диаграмма чувствительности
Графическое выражение зависимости спектральной чувстви­

тельности от длины волны.
6.2. Спектральная диаграмма
Графическое выражение зависимости спектральной чувстви­

тельности от длины волны.

7. Данные по испытаниям на воздействие внешних факторов 
н/или на срок службы

На рассмотрении.

Р а з д е л  4. ФОТОТРАНЗИСТОРЫ

1. Тип

Фототранзнстор. параметры которого устанавливаются при тем­
пературе окружающей среды или температуре корпуса, предназ­
начен для работы в режиме малого сигнала и переключения.

* До прямого применения стандартов МЭК в качестве государственного 
стандарта рассылку данного стандарта МЭК на русском языке 'осуществляет 
ВНИИ «Эдетстронегандзрт».



гост m si-n  с. is

2. Полупроводниковый материал

Кремний и др.

3. Тип перехода

п—p—nfp—я—р

4. Сведения о габаритном чертеже и корпусе

4.1. Обозначение МЭК н/нли национальное обозначение габа­
ритного чертежа.

4.2. Материал корпуса: стекло, металл, пластмасса, другие.
4.3. Обозначение выводов и любого соединения между выводом 

я корпусом.

5. Предельно допустимые значения параметров (система абсо­
лютных максимальных значений) в диапазоне рабочих темпера­
тур, если нс оговорено иное

5.1. Минимальная и максимальная температуры хранения
U * u )

5.2. Минимальная и максимальная рабочие температуры окру­
жающей среды или корпуса (Тать или ТСаи).

5.3. Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при нулевом 
токе базы ( Vceo)■

5.4. При наличии внешнего соединения базы.
5.4.1. Максимальное напряжение коллектор-база прн нулевом 

токе эмиттера ( V cbo).
5.4.2. Максимальное напряжение эмиттер-база при нулевом то­

ке коллектора (V e»o).
5.5. При отсутствии внешнего соединения базы.
Максимальное напряжение эмиттер-коллектор ( V eco) .
5.0. Максимальный постоянный ток коллектора (1с).
5.7. Прн необходимости:
максимальная общая рассеиваемая мощность (Ptot) при темпе­

ратуре окружающей среды или корпуса до 25°С;
понижающий фактор при температуре выше 25°С (Kt)  или по­

нижающая кривая.



С. 14. ГОСТ 29283—92

в. Э лектрические хар ак тер и сти к и
Т а б л и ц а  5

Ном^р
пункта Хврактерветтеэ

Условия пра ТатЬ 
reait- t $ ‘С. если 

И« оговорено иное

В1я■а.С

Букнсвныс
обозначе­нии

Трсбоввиия

ел. Ток коллектора 
под действием 
облучения

Уев — заданное 
значение, /в -0 .  
Ev  или Е, —  за­
данное значение

1 /с(И)
или
/с(#>

Мим Макс**

6.2. Темповой ток 
коллектор, 
эмиттер

Кея — заданное 
значение, /о=0, 
■£*—0

1 /  с so Макс

6.3. Тем новой ток 
коллектор-эмнт- 
тер

Уск —  заданное 
значение, / я - 0, 
/? ,= 0 , при за­
данной высокой 
температуре Т ^ь  
ИЛИ Го,.,

1ско Макс

6.4. Напряжение 
пробоя коллек­
тор-эмиттер

/с  — заданное 
значение, /д -0 .  
£ , - 0

К(ВЯ>С£0 Мин

6.5. Напряжение 
пробоя эмиттер- 
база или, при от­
сутствии соеди- 
пения базы, нап­
ряжение пробоя 
эмиттер-коллектор

If — заданное 
значение. £ , - 0

К<вВ;,>гвг>

Удоцко

Мин

Мин

6.6. Напряжение 
насыщения кол- 
лектор-эмяттер

/о — заданное 
значение. /л “ 0 
Ev или Е, — за­
данное значение, 
предпочтительно 
то же. что в 
п. 6.1

1 Усищ .Макс

6.7.

6.8

При необходи­
мости спектраль­
ная чувствитель­
ность

Времена пере­
ключения (при 
необходимости):

1в—О, Е,  — за­
данное значение, 
при заданной 
малой длине вол­
ны X: и при за­
данной большей 
длине ВОЛНЫ X}

S Мин

время нарастания Оговоренная схе- 7— tr — Макс
и время спада ма, заданные зна­

чения Кс* и /е. 
Ev  или Е,

If Маке

При необходимости
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Продолжение табл. 5

Но**р пунктв Х*раип”<е1ихя
Умом* при Tm/t 

яла 2S'C, если 
и* оговорено иное

ЬI«а
1я
С

Вукаеяичеобозякче-
■ия

ТрКо»еияя

6.8 или: Оговоренная схс- ton . Макс
время «ключе- ма, заданные toll — Макс
ння и время вы- значения Vcв и
ключеиия 1с. Ег  или Е.

П р и м е ч а н и е .  Освещение стандартным источником типа А согласно 
МЭК 306—1* осуществляется лампой с вольфрамовой нитью какала при цвето­
вой температуре Г—2855,6 К или иным оговоренным источником монохрома­
тического излучения.

7. Дополнительные сведения
7.1. Диаграмма чувствительности
7.2. Спектральная диаграмма
Графическое выражение зависимости спектральной чувстви­

тельности от длины волны.
8. Данные по испытаниям на воздействие внешних факторов 

и/или на срок службы
На рассмотрении.

Р а з д е л  5. ФОТОПАРЫ, ОПТОПАРЫ (С ТРАНЗИСТОРОМ НА ВЫХОДЕ)

1. Тип
Фотопары, оптопары, параметры которых устанавливаются при 

температуре окружающей среды или температуре корпуса, пред­
назначенные для разделения сигналов.

2. Полупроводниковый материал
Диод на входе: арсенид галлия, арсенид алюминия и др.
Транзистор на выходе: кремний и др.
3. Тип перехода транзистора на выходе

4. Сведения о габаритном чертеже и корпусе
4.1. Обозначение МЭК и/или национальное обозначение габа­

ритного чертежа

•  До прямого применения стандарта МЭК в качестве государственного стан­
дарта рассылку данного стандарта МЭК на русском языке осуществляет ВНИИ 
сЭлект роист андарг»
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4.2. Материал корпуса: стекло, металл, пластмасса, другие.
4.3. Обозначение выводов и любого соединении между выводом 

и корпусом.
5. Предельно допустимые значения параметров (система абсо­

лютных максимальных значений) в диапазоне рабочих темпера­
тур, если не оговорено иное

Указываются все необходимые характеристики, такие как вре­
мя, частота, длительность импульса, скважность и т. д.

5.1. Минимальная м максимальная температуры хранения
(7W ).

5.2. Минимальная к .максимальная рабочие температуры окру­
жающей среды или в контрольной точке (Тапь или Ти \),

5.3. Максимальная температура пайки (Тца).
Должны быть оговорены максимальное время пайки и мини­

мальное расстояние до корпуса.
5.4. Максимальное постоянное (прямое) обратное входное на­

пряжение (V*).
5.5. Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при разом­

кнутой базе (Усео).
5.6. Максимальное, напряжение коллектор-база при наличии 

внешнего соединения базы и при разомкнутом эмиттере (Усво)-
5.7. Максимальное напряжение эмнттср-база при наличии 

внешнего соединения базы и при разомкнутом коллекторе (Vtoo)  
или

5.8. Максимальное напряжение эмиттер-коллектор при отсутст­
вии внешнего соединения базы ( V eco) .

5.9. Максимальное постоянное (прямое) или повторяющееся 
импульсное напряжение изоляции (V w  или Укжм.).

Должны быть заданы форма сигнала и частота повторения.
5.10. При необходимости максимальное импульсное напряже­

ние изоляции C^ios.m).
Следует оговорить значения для импульсов обеих полярнос­

тей. имеющих форму сигнала, показанную на черт. 1.
511.  Максимальный постоянный ток коллектора {1с).
5.12. Максимальный постоянный прямой входной ток ( Ь )  при 

температуре окружающей среды «ли в контрольной точке 25°С. 
Понижающая кривая, или понижающий фактор.

5.13. Максимальный импульсный прямой входной ток ( / frm) 
при температуре окружающей среды или в контрольной точке 25°С 
и оговоренных параметрах импульса.

5.14. Максимальная рассеиваемая мощность транзистора на 
выходе (Рин) при температуре окружающей среды или в конт­
рольной точке 25йС. Понижающая кривая или понижающий фак­
тор.
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Испытательное напряжение

5.15. Максимальная общая рассеиваемая мощность в корпусе 
(Ptoi) при температуре окружающей среды или в контрольной 
точке 25°С. Понижающая кривая или понижающий фактор.

6. Электрические характеристики
Т а б л и ц а  б

Но**р
пункт* Хлракт.-рястпси

Услоаия вря 
ми Trtl—25 Ч:. если 

ив отворено иное

3■■9иЯXа
С

Буквгмяые 
обоим ««• 

ния
Требявк.кл

6.1. Прямое входное 
напряженке диода

1р — заданное 
значение

— Vр - Махе

6.2. Обратный вход­
ной ток диода

V* — заданное 
значение - - Макс

6.3. Темповой ток 
коллектор-эмит­
тер

1'с* — заданное 
значение, / г - 0 ,  
/ я“ 0 (при ра­
зомкнутой базе)

1с во Макс

или при необхо­
димости*, темпо­
вой ток коллек­
тор-база

Vcb — заданное 
значение, / г —0, 
/ к -  0

1с во Макс

6.4. Темповой ток 
колдектор-эм кт- 
гер или. при не­
обходимости*, 
тем новой ток 
коллектор-база

^'св — заданное 
значение. Л-«0, 
/в —0, ТтЬ или
Ттч — заданное 
значение

ICEO Макс

6.5. Напряжение на­
сыщения коллек- 
тор-эмкпер

1р и /с  — задан­
ные значения, 
/ » - 0

— Vcb mi — Макс
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Продолжение табл 6

Номер
ПУНКТ! Характеристики

Условия при Т ^ ь 
или -с. если 
ис огоаорсио икос

•X
«1
XгЛС

Бужмвиы*
обошаие-

*«ж
ТреЛвно»

или, при необхо­
димости*. напря­
жение коллектор- 
база

1* к  1с — задан­
ные значения,

0

— V o - Макс

6.6 Коэффициент 
передачи по току

/ г  или /с  и VCr 
— заданные зна­
чения. /п—0

кр или • 
CTR 
<dc)

Мин Макс

6.7. При необходи­
мости, дифферен­
циальный коэф­
фициент переда­
чи по току

/г  или 1с и Vet 
—  заданные зна­
чения, /в = 0 , за- 
даниос значение 
частоты

Л/
или
CTR
(ас)

Мин Макс

e.fc Сопротивление 
изоляции между 
входом и выхо­
дом

Vio — заданное 
значение

1 Т|0 Мин

6.9.

6.10.

При необходи­
мости, емкость 
между входом и 
выходом 

При необхо­
димости время 
переключения:

/ =  1 МГц.
1 , - 0, / с = 0

1 Сю Макс

время включения Заданные значс- _ ten _ Махе
и время выклю­
чения

иия Vcc. Ip н Rl 
и номинальное 
значение 1с, за­
данная схема из­
мерения

b it Макс

или Заданные зна- _ tr _ Макс
время нарастания 
и время спада

чения Vcc, l r  и 
Rt. н номинальное 
значение 1с, за­
данная схема из­
мерении

b Макс

6.11. При необходи­
мости, граничная 
частота

!р или 1с и \'св 
— залаииыс зна­
чения, /«•*•()

2 fcl' Мин
"

* Для работы в режиме диода.

П р и м е ч а н и я : '
1. Все Входные выводы должны бить соединены вместе и все выходные 

тахжс.
2. Граничная частота — это наименьшая частотз, при которой коэффициент 

передачи по переменному току составляет 0,707 сто значения па очень низкой 
частоте.



7. Дополнительные сведения
На рассмотрении.
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Г л а в а  IV. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

I. Методы измерений для излучателей
1.1. Сила света светоизлучающих диодов (/у)
a) Цель
Измерение силы света полупроводниковых светоизлучающих 

диодов.
Этот метод может быть применен для следующих трех вариан­

тов измерений:
В а р и а н т  1
Вращение диода вокруг геометрической оси для точного опре­

деления минимального н/или максимального значения.
В а р и а н т  2
Совмещение оптической оси диода с оптической осью оптичес­

кой скамьи.
В а р и а н т  3
Установка по эталону, соответствующему типу корпуса диода, 

что позволяет воспроизводить механическое ориентирование.
b) Схема измерения (см. черт. 2)

Черт. 2

с) Описание схемы п требования к ней
D — измеряемой светоизлучающий диод; PD — фотоприемннк, 

включающий диафрагму О■ зоны A; D3, D3 — диафрагмы; пред­
назначенные для подавления паразитных излучений. 0 2 и D3 не 
должны ограничивать телесный угол; d расстояние между из­
меряемым диодом и D 1.

Спектральная чувствительность фотометра должна быть отре­
гулирована согласно стандарту МЭК на кривую длины волны 
света, излучаемого диодом; Фотометр должен быть откалиброван 
в канделах на расстоянии d, причем диафрагма D, находится на 
фиксированном месте.
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Расстояние d  должно быть таким, чтобы телесный угол, обра­
зуемый источником света при диафрагме П\(=А!<Р), был менее, 
чем 0,01 ср.

Для измерения в импульсном режиме генератор тока должен 
создавать импульсы тока требуемой амплитуды, длительности и 
частоты повторения. Фотоприемннк должен иметь время нараста­
ния, достаточно малое по сравнению с длительностью импульса; 
это должен быть прибор для измерения амплитудных значений.

d) Методика измерения
измеряемый диод располагается согласно выбранному вари-

а
" f i одается заданный ток и на фотопрнсмнике измеряется сила

света.
е) Заданные условия
Температура окружающей среды и, при необходимости, атмос­

ферные условия.
Прямой ток в диоде н, где применимо, длительность и частота 

повторения.
Вариант: 1, 2 или 3.
1.2. Сила излучения инфракрасных излучающих диодов
a) Цель
Измерение силы излучения полупроводниковых инфракрасных 

излучающих диодов.
Данный метод может быть применен для следующих трех ва­

риантов измерений:
В а р и а н т  1
Вращение диода вокруг его геометрической оси для точного 

определения минимального и/или максимального значения.
В а р и а н т  2
Совмещение оптической оси диода с оптической осью оптичес­

кой скамьи.
В а р и а н т  3
Установка по эталону, соответствующему типу корпуса диода, 

что позволяет воспроизводить механическое ориентирование.
b ) Схема измерения (см. черт. 3)
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c) Описание схемы и требования к ней
D — измеряемый инфракрасный излучающий диод; RM  — ра­

диометр. включая диафрагму Dx зоны A; Db D j — диафрагмы, 
предназначенные для подавления паразитных излучений.

D) и Dj не должны ограничивать телесный угол;
d — расстояние между измеряемым диодом и D j.
Сила излучения /» по направлению оси корпуса должна изме­

ряться фотоприемником, работающим независимо от длины волны 
(например, элементом термопары) и радиометр должен быть от­
калиброван в единицах патт/стерадиан на расстоянии d. причем 
диафрагма D, находится на фиксированном месте.

Расстояние d  должно быть таким, чтобы телесный угол, обра­
зуемый источником инфракрасного излучения при диафрагме 
D x ( —A/d*), был не менее чем 0,01 ср.

При измерении в импульсном режиме генератор тока должен 
вырабатывать импульсы тока требуемой амплитуды, длительности 
и частоты повторения. Радиометр должен иметь время нарастания, 
достаточно малое по сравнению с длительностью импульса; это 
должен быть прибор для измерения амплитудных значений.

d) Методика измерения
Измеряемый диод располагается согласно выбранному вариан­

ту. На диод подается заданный ток и на радиометре измеряется 
сила излучения.

e) Заданные условия
Температура окружающей среды и. при необходимости, атмос­

ферные условия.
Прямой ток в диоде и, где применимо, длительность и частота 

повторения.
Вариант: 1, 2 илн 3.
1.3. Световой поток (Фу. Ф,) (см. черт. 4)
a) Цель
Измерение светового потока светоизлучающего прибора (Фу) 

или потока излучения инфракрасного из­
лучающего прибора (Фг)  в заданных ус­
ловиях.

b ) Измерительная аппаратура
c) Описание аппаратуры н требования 

к ней
Поток излучения, испускаемый прибо­

ром, многократно отражается от стенок 
шара; это приводит к равномерному об­
лучению поверхности пропорционально 
испускаемому потоку. Фотоприемник, 
расположенный в стенках шара, измеря­
ет это излучение. Свстонепроница-

/  — измеряемый прибор; Т — 
фотометрический шар; S — прк- 
сииик излучения (откалкбро- 

4 — еяетоивпроиица- 
смы! экран

Черт. 4
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емый экран защищает фотоприемник от прямого излучения из­
меряемого прибора.

d) Меры предосторожности
Измеряемый прибор, экран и окна должны быть меньше повер­

хности фотометрическою шара.
Внутренняя поверхность фотометрического шара и экран дол- 

жны иметь диффузионное покрытие с высоким однородным коэф­
фициентом отражения (минимум 0,8).

Шар и фотоприемник должны быть откалиброваны в люменах 
для измерения параметров светоизлучающих приборов и в ваттах 
для измерения параметров инфракрасных, излучающих приборов 
на волнах, на которых эти приборы обычно используются.

Следует учитывать изменение длины волны излучения и пото­
ка излучения, обусловленного рассеиваемой мощностью.

Если измеряемый прибор работает в импульсном режиме, фо­
топриемник должен показывать среднее значение измеренного из­
лучения.

e) Методика измерения
Излучающий прибор полностью помешают в фотометрический 

шар таким образом, чтобы прямое излучение не достигало фото- 
приемника.

На прибор подается заданный ток h  и с калиброванного фото­
приемника снимают показания.

Г) Заданные условия
Температура окружающей среды, корпуса или в контрольной 

точке.
Ток в приборе (постоянный или импульсный).
1.4. Длина волны излучения (Х„) и ширина спектра излучения 

(АХ)
a) Цель
Измерение длины волны излучения и ширины спектра излуче­

ния между значениями, равными половине длины волны излуче­
ния инфракрасных излучающих или светоизлучающих приборов.

b) Схема измерения
Длину волны излучения и ширину спектра излучения инфра­

красного излучающего или светоизлучающего прибора измеряют 
по принципиальной схеме, показанной на черт. 5.

c) Описание схемы и требования к ней
р  _  измеряемый инфракрасный излучающий или светоизлуча­

ющий прибор; I  — система фокусирующих линз для концентра­
ции основной части излучения инфракрасного '■ излучающего или 
светоизлучающего прибора на входной щелн монохроматора; М 
монохроматор; D:, D3 — диафрагмы для подавления паразитного 
излучения, при необходимости; RM — радиометр (включая диа­
фрагму Dt).
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Принципиальная схема

h

Из и2 и,

Черт. 5

Разрешающая сила длины волны и ширины спектра монохро­
матора должна быть такой, чтобы обеспечить необходимую точ­
ность измерения. Спектральная чувствительность радиометра дол­
жна быть откалибрована. Для удобства измерения форма харак­
теристики спектральной чувствительности может быть откоррек­
тирована таким образом, чтобы максимальное значение характе­
ристики составляло 100 %.

d) Меры предосторожности
Если коэффициент передачи монохроматора и чувствительность 

радиометра не являются постоянными в требуемом диапазоне дли­
ны волны, то результаты измерений должны корректироваться.

e) Методика измерения
На измеряемый диод подается заданный ток.
Длина волны регулируется на монохроматоре в требуемом ди­

апазоне до тех пор, пока показание на радиометре не достигнет 
максимального значения. Регистрируется длина волны (X*), со- 
ответствукнцая этому максимальному значению.
• Длину волны на монохроматоре затем регулируют в любую 

сторону от Хр до тех пор, пока показание не достигнет половины 
максимального значения. Регистрируют оба значения длины воли 
(Х.» н У.ь. см. черт. 6). Разность этих двух значений составляет ши­
рину спектра инфракрасного излучающего или светоизлучающего 
прибора (см. черт. 6).

П р и м е ч а н и е .  Х? — длина волям излучения.

f) Заданные условия
Температура окружающей среды, корпуса или а контрольной 

точке.
Прямой ток (постоянный ток или импульсный в зависимости 

от того, какой задан).
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Зависимость излучения от длины волны

2. Методы измерений для фоточувствительных приборов
Ток под действием облучения фотодиодов (/*<н) или 

!щ«)) и ток коллектора под действием облучения фототранзисто­
ров (/с<«) или /с(е>) (ем: черт. 7 и 8).

a) Цель
Измерение тока под действием облучения фотодиодов и тока 

коллектора под действием облучения фототранзисторов.
b ) Измерительная аппаратура
Данный метод может быть применен для следующих трех вари­

антов измерений.
В а р и а н т  1
Вращение прибора вокруг его геометрической оси для точного 

определения минимального и/илн максимального значения.

О или Т  — измеряемый врибор; I — источник питания; 
} — источник спета; 3 — моиоероматор; * — по выбору; 
й •- фильтр: 6 — оптическая ось (варпакте I и 2) или 

механическая ось (яирнакт 3).

Черт, 7
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В а р и а н т  2
Совмещение оптической оси прибора с оптической осью опти­

ческой скамьи.
В а р и а н т  3
Установка по эталону, соответствующему типу корпуса прибо­

ра, для получения воспроизводимого механического ориентирова­
ния.

с) Схема измерения

Фотограюистор Фотодиод

Черт. 8

d) Описание измерительной аппаратуры и требования к ней 
Измеряемый прибор устанавливается в измерительном устрой­

стве на откалиброванную оптическую скамью (варианты 1, 2 или 
3) или на откалиброванную аппаратуру (вариант 3).

В качестве источника света используется или 
стандартны»! источник света (не монохроматическнГ»), состоя­

щий из эталонной стандартной лампы вместе со своим регулиру­
емым источником испытания и амперметром, или

монохроматический источник света, состоящий либо из аппара­
туры, описанной выше, и фильтра помех или другой системы (на­
пример, монохроматора), имеющей заданную или известную мак­
симальную длину волны излучения и ширину спектра излучения, 
либо из любого другого откалиброванного прибора (например, 
светоизлучающего диода или инфракрасного излучающего диода), 
имеющего известную длину волны излучения и ширину спектра 
излучения.

e) Меры предосторожности
Следует избегать перегрева измеряемого прибора при облуче­

нии. Для уровней, превьлпающнх 200 Вт/м2, рекомендуется уста­
новить тепловой щит в виде шторки для ограничения продолжи­
тельности светового воздействия.

Необходимо обеспечить чистоту оптических поверхностей. 
Перед измерением источник света должен быть стабилизиро­

ван.
При использовании стандартного источника света необходимо 

установить перед »»змеряемым прибором диафрагму для подавле­
ния паразитного излучения.

Г) Методика измерения.
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Устанавливается заданное значение температуры.
Измерительное устройство устанавливают от источника света 

на расстоянии, соответствующем заданному облучению.
Измеряемый прибор вставляют в измерительное устройство н 

смешают на заданное расстояние.
При варианте 1 прибор вращается вокруг своей геометрической 

оси. С микроамперметра снимают минимальное и максимальное 
значения тока под действием облучения.

При варианте 2 или 3 с микроамперметра снимают значение 
тока под действием облучения.

g) Заданные условия
Температура окружающей среды.
Смещение измеряемого прибора (постоянный или импульсный 

ток).
Вариант измерения.
Облучение.
Указание на стандартный источник света (не монохроматичес­

кий) или длину волны излучения и ширину спектра излучения 
(монохроматического).

3. Методы измерений для фотопар
3.1. Коэффициент передачи по току (h цену) (см. черт. 9)
a) Цель
Измерение статического значения коэффициента передачи по 

току фотопар в заданных условиях.
b) Схема измерения

Принципиальная схема

Р  — измеряемая фотааяря 

Черт. 9

с) Описание схемы и требования к ней
/ 1 — входной ток — прямой ток h  излучающего диода; /о — 

выходной ток — обратный ток 1р фотодиода или ток коллектора 
1с фототранзистора; V0 — выходное напряжение — обратное нап-
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ряжение V* фотодиода или напряжение коллектор-эмиттер \'се  фо- 
тотранзнстора; А>, А г — амперметры.

d) Методика измерения
Если не оговорено иное, измерение должно проводиться при 

нормальных атмосферных условиях.
Источник постоянного тока регулируют для получения задан­

ного входного тока через излучающий диод.
Источник напряжения регулируют на заданное значение V r 

или Vce. Выходной ток или /с  измеряют амперметром Аз.
Коэффициент передачи по току hrlct>) рассчитывают по форму-

hF(cfry-

Л/с.-.

h/ittr) =

/ ,
~  Л О)
: с диодом на выходе

Ы (2)‘р
на выходе

1с
/ - (3)

e) Меры предосторожности
Если фотопара чувствительна к внешнему излучению, необхо­

димо указывать и соблюдать определенные меры предосторожнос­
ти.

f) Заданные условия
Температура окружающей среды.
Входной или выходной ток. постоянный или импульсный.
Выходное напряжение (К* или Vce).
При необходимости, атмосферные условия.
3.2. Емкость вход-выход (Сю) (см. черт. 10)
a) Цель
Измерение емкости между входным и выходным выводами фо­

топары в заданных условиях.
b ) Схема измерения

Принципиальная схема

Р  — в»иер(сиая фотопхра: I — mmmwtmi» 
емкости

Черт. 10
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c) Методика измерения
Выводы излучателя и фотопрнемника соединяют вместе. Ем­

кость между выводами излучателя и фотопрнемника измеряют на 
частоте 1 МГц (если не оговорено иное) при помощи соответству­
ющего измерителя емкости.

d) Меры предосторожности
Необходимо учитывать паразитную емкость испытательного 

приспособления и выводов.
e) Заданные условия
Температура окружающей среды.
Частота измерения, если она не равна 1 МГц.
3.3. Сопротивление изоляции между входом и выходом
a) цель
Измерение сопротивления изоляции между входным и выход­

ным выводами фотопары при подаче постоянного напряжения в 
заданных условиях.

b) Схема измерения

с) .Меры предосторожности
Необходимо учитывать ток утечки испытательного приспособ­

ления и выводов.
<3) Методика измерения
Выводы излучателя и фотопрнемника соединяют вместе. 
Подают заданное измерительное напряжение между выводами 

излучателя и фотопрнемника в течение 60 с. Сопротивление изо­
ляции рассчитывают как V/1. 

е) Заданные условия 
Температура окружающей среды.
Измерительное напряжение.
Время, по истечении которого проведено измерение, если оно 

не равно 60 с.
3.4. Испытания на прочность изоляции (см. черт. 12)
а) Цель

рживать испытательное

Принципиальная схема

Я —  илнсрясмоя фоюпяра 

Черт. 11

заданных условиях.
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Ь) Схема испытания

c) Методика испытания
Испытание проводят при нормальных атмосферных условиях, 

приведенных в ГОСТ 28198 (МЭК68— 1).
Прибор устанавливают в испытательное устройство. Выводи 

излучателя и фотоприемника соединяют вместе.
Испытательное напряжение постоянного иЛи переменного тока 

повышают от нуля до заданного значения со скоростью прибли­
зительно 100 В/с, если заданное значение ниже или равно 1000 В, 
и со скоростью 500 В/с, если заданное значение выше 1000 В.

Напряжение подается в течение 1 мин при испытаниях с целью 
утверждении соответствия изделий техническим условиям и в те­
чение 10 с (минимум) при приемосдаточных испытаниях.

d) Требования
За время испытаний нс допускается внешний или внутренний 

пробой.
После проведения испытания проводят измерения
e) Заданные условия
Напряжение изоляции (К/»или У/оям)
Время испытания (если оно не равно 1 мин или 10 с соответ­

ственно).
Измерения, проводимые после испытания.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН .Министерством электронной промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН Постановлением Комитета стандартизации и мет­
рологии СССР от 21.01.92

Настоящий стандарт разработан методом прямого применения 
международного стандарта МЭК 747—5—84 «Полупроводнико­
вые приборы. Дискретные приборы и интегральные схемы. 
Часть 5. Оптоэлектронные приборы» и полностью ему соответ­
ствует

3 Срок первой проверки — 1997 г.
Периодичность проверки — 5 лет

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН- 
ТЫ

Обоши-мичс стандарт-!
О&оаиачсиал пгочости-н^ой 

Н 1Д . и» Kuropwli дли я 
ссылка

Нои>р пункт»

МЭК 6 8 -1 -8 3  
МЭК 3 0 3 -1 -6 9  

.МЭК 747—1—8.3

ГОСТ 28198—89 3
5; 6 
I; 2; 3.1
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